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1. Betemetett réteg (kollektor) létrehozasa (diffuzio);

2. Epitaxias rétegndvesztés (kollektor); 3. Szigetelésdifflizio;
4. Bazisdiffizi6; 5. Emitterdiff(izi6; 6. Ablaknyitas a feluletet
fed6 oxidrétegen; 7. Fémezés és 6sszekdtetés-mintazat
kialakitasa
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ellendlldsok értéktartomdnyat valamint homérsékleti tényezdjét a 3.1.tablazat

tartalmazza.

3.1. tabldzat

Négyzetes Megyvalésithaté Homérsékleti
Ellenallasréteg
ellendlls ellendllas tényezd 1/°C
Emitter-réteg  [2€2...10Q 1Q...100Q +0,0006
Bazis-réteg  |100€2...200Q2 10012...20k<2 +0,0017
Kollektor-réteg|1000£2 2k€2...200kQ2 +0,003
Befiizott réteg [1000Q...5000Q  |tobb szdz kQ...MQ  [+0,0025
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a) A bazisrétegbdl kialakitott ellendllds keresztmetszeti képe
b) Osztott paraméteres RC-hdl6zat





